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  سرعت و پایداري بهبود یافتهکم مصرف با ترانزیستوري SRAM 9سلول یک 

  2، محسن صانعی1حمید کهنوجی
  hamid.k3dot@yahoo.com، ولی عصر (عج)دانشگاه 1
 msaneei@mail.uk.ac.irدانشگاه شهید باهنر کرمان، 2

 
با توجه به  است که یمؤلفه توان نشتی (استاتیک) و توان دینامیک شامل دو SRAM هايتوان مصرفی در سلول  - چکیده

اهمیت زیادي دارد. پایداري داده و حاشیه نویز ها سلولدر این توان نشتی  هاي امروزي، ها در ریزپردازندهحجم زیاد این سلول
کند. در کنار توان ها نیز با توجه به کاهش ولتاژ تغذیه هر روز اهمیت بیشتري پیدا می SRAMدر سلول  (SNM)استاتیک 

 در این.تاثیر داردها  کارایی ریزپردازنده و سرعتدر بهبود  SRAM هايسلولمصرفی و پایداري داده، تاخیر خواندن و نوشتن 
ها و  ترانزیستوري جدید پیشنهاد شده است که با استفاده از فقط یک خط بیت جهت خواندن و نوشتن داده 9مقاله یک سلول 
هاي سازي سازي مسیر خواندن از مسیر نوشتن داده توانسته است همه پارامترهاي فوق را بهبود دهد. شبیههم چنین با جدا

ترانزیستوري که قبلاً معرفی  9و  8، 7ترانزیستوري معمولی و سه نوع سلول  6ا سلول دهد که در مقایسه بانجام شده نشان می
درصد، و میزان بهبود سرعت  49الی  17 درصد، میزان بهبود توان دینامیکی 53الی  40اند، میزان بهبود توان نشتی شده

ترانزیستوري قبلی یکسان است ولی  9درصد است. تاخیر خواندن این سلول با تاخیر خواندن سلول  68الی  48نوشتن بین 
  است. هاسلولتاخیر خواندن سایر  درصد بهتر از 41تا  33بین 

  ،  (SNM)حاشیه نویز استاتیکی  ،توان نشتی پایداري داده، تاخیرخواندن و نوشتن، توان دینامیک، - واژه هاي کلیدي
 هاي استاتیکحافظه

  
 مقدمه .1

تـوان  با زیاد شدن ابزارات متحرك و وسایل قابل حملی که برق مورد نیاز آنها بـا بـاتري تـامین مـی شـود،      ، هاي اخیردر سال
هـاي الکترونیکـی   است. بنابراین طراحی سیستم VLSI الکترونیکی هاياین وسایل و سیستممصرفی یکی از موضوعات مهم در

گیـرد  زیادي در جهت کاهش توان مصرفی مـی هاي هاي تحقیقاتی روز است و تلاشترین بحثبا توان مصرفی کم یکی از مهم
را افـزایش داده و همچنـین عـلاوه بـر      ، توان مصرفی بالا دماي کـار تراشـه  یجیتالهاي الکترونیکی داز تراشهچون در بسیاري 

هاي قابل حمل که ند.افزایش توان مصرفی، در سیستمکردن تراشه را دشوار و پرهزینه میکاهش قابلیت اطمینان مدار، خنک ک
-بـاتري نیـز مـی    ه منجر به کاهش طول عمرضمن افزایش دماي کار تراش کنند،به عنوان منبع تغذیه استفاده می یک باتري از

هاي الکترونیکی دیجیتال از اهمیت بالایی برخـوردار هسـتند،   یکی از بلوك هاي حافظه که امروزه در بسیاري از سیستم گردد.
 50به عنوان مثال حدود  .می باشند زیرا این بلوك ها در انواع مختلف ریز پردازنده ها کاربرد زیادي دارند SRAMحافظه هاي 

هاي از کاربرد .]1[می باشند SRAMتوسط حافظه نهان اشغال می شود که از نوع  RISCدرصد از کل تراشه یک ریز پردازنده 
سـازي اطلاعـات   اي بـراي ذخیـره   ي دیجیتال هستند، به عنوان حافظهریزکه قابل برنامه SRAMها، قطعاتی از SRAM دیگر

ها به توسط یک سري سوییچ logic blockیکی از قطعاتی است که در آن هر  FPGAرود. به عنوان مثال پیکربندي به کار می
logic block ها به خروجی یک سلول شود که گیت این سوییچهاي دیگر وصل میSRAM زیـاد بـودن    .]2[وصل شده است

رانزیسـتورها را بـه   ، ویژگی اصلی این حافظه ها است که تعداد ت SRAMهاي هاي مورد استفاده در بلوك حافظه سلول تعداد
میلیـون   ترانزیستور 2050نانومتر  65.به عنوان مثال در پردازنده  چهار هسته اي ایتانیوم در تکنولوژي  دهدشدت افزایش می

ازکل ترانزیستورهاي تراشه را درصد  70میلیون  ترانزیستور فقط متعلق به حافظه نهان است یعنی حدود  1420که  وجود دارد
هـاي مـورد   برابـر تعـداد ترانزیسـتور    3/3در این تراشه تعداد ترانزیستورهاي مربوط به حافظه نهـان حـدود    .]3[شودشامل می

کننـد، ایـن مـدارات از لحـاظ تـوان      اشـغال مـی   را ها سطح زیادي از تراشهاین حافظهاز آنجا که استفاده در چهار هسته است. 
ا تلاش شود. به همین دلیـل  باید در جهت کاهش توان و بهبود سرعت آنه شوند وپرتوان شناخته می عنوان مدارات مصرفی به
هــاي مــدار ســایر ماننــد SRAMحافظــه هــاي  هــاي گذشــته تحقیقــات زیــادي در ایــن جهــت انجــام شــده اســت.در ســال


